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High-pressure resistance measurements of TiGeTe6 using electrodes-inserted DAC 
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最近、超高圧力下の LaHx 
(1)で超伝導転移温度 (Tc) = 260 K が報告され、高圧下における超伝導

体探索に再び注目が集まっている。我々は、超高圧下での電気輸送特性を簡便に測定することが

できる電極導入型ダイヤモンドアンビルセル (DAC) を開発し、データ駆動型の物質探索(2)を組み

合わせることにより、(Zr,Hf)GeTe4の圧力誘起超伝導の観測に成功した。類縁物質の TiGeTe6 (図 1 

(a)) で超伝導の発現が期待されるが、その合成や輸送特性に関する報告はほとんどない。本研究

では、TiGeTe6の単結晶を育成し、高圧力下での電気抵抗測定を行った。 

原材料を真空引きした石英管中で焼成し、TiGeTe6の針状単結晶を得た。得られた結晶を、図 1 

(b) に示すように電極導入型 DAC の中心に載せて加圧した。図 2 (a) に圧力下における TiGeTe6

の電気抵抗の温度依存性を示す。0.082 GPa の圧力下での電気抵抗は温度低下に伴って増加した。

加圧を進めると 3.4 GPa で TiGeTe6は金属的な振る舞いから 3.6 K で電気抵抗が急激に減少し、

TiGeTe6の圧力誘起超伝導転移を初めて観測した (図 2 (b))。超伝導転移温度 Tc は加圧とともに上

昇し、7.8 GPa で 4.4 K に到達した。今後は、さらに高い圧力域での物性測定を行う予定である。 
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図 2 (a) 圧力下における TiGeTe6針状単結晶の電気抵抗の温度依存性と 

(b) 10 K以下での拡大図 

図 1 (a) TiGeTe6の結晶構造と 

(b) DACの光学顕微鏡写真 
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